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Low Noise NPN Silicon Microwave Transistor _ . BFQ 28
up to 4 GHz SIEMENS AKTIENGESELLSCHAF

BFQ 28 is a bipolar silicon NPN microwave transistor in hermetically sealed metal
ceramic 100 mil package similar to TO 120. State-of-the-art manufacturing methods
such as ion implantation technique, titanium-platinum-gold metallization as well as a
glass-passivated chip surface ensure very high reliability. The transistor is particularly
suitable for low noise amplifiers and oscillators up to 4 GHz. It is marked on its package
with the short designation “28".

|-Emitter
= 6:08 8
Type | Mark | Ordering code & § N “Pj;il RY &
“Fomw N~ o floa
BFa28 | 28 | a82702-F527 e oot
L~ Emitter 1303
—o b
120} 0138
Approx. weight 0.05 g Dimensions 1n mm
Maximum ratings (Tymp = 25°C)
Collector-emitter voltage Vceo 15 \'
Collector-emitter voltage Vces 20 \
Collector-base voltage Veso 20 \'
Emitter-base voltage Veso 1.5 \")
Collector current Ie 15 mA
Collector-peak current {t & 10 psec) Icm 20 mA
Storage temperature range Tstg -65 to +175 °C
Junction temperature T 200 °C
Total power dissipation (Tamp = 150°C) Prot 200 mwW

Thermal resistance

Junction to ambient air Rinua £250 | Kw
(when mounted on AL, O3 ceramics 16x25x0.6mm
or glass-fiber reinforced Teflon 40x25x1.5 mm)
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Static characteristics (Tymp = 26°C)

Collector cutoff current {(Vcgo = 10 V)
Collector-emitter breakdown voltage (Ic = 1 mA)
Collector-base breakdown voltage (Ic = 0.1 mA)
Emitter-base breakdown voltage (/¢ = 0.1 mA)
DC current gain (Ic = 10 mA; Vgg = 10 V)

Dynamic characteristics {Tymp = 25°C)

Transition frequency (Ic = 10 mA; Ve = 10 V;
f = 200 MHz)

Smali signal current gain

(Ic =10 mA; Vgg = 10 V; f = 1 kHz)

Reverse transfer capacitance

{Ic=1mA; Veg = 10V; f= 1 MHz)

Noise figure

{Ic =3 mA; Vcg = 10 V; f = 2 GHz; Zg = Zg opt}
Power gain

(Ic=16 mA; Vee = 10V, f= 2 GHz; Z| = Ziop1:
Zg = Zgopt)

Insertion gain

(Ic =10 mA; Vee = 10 V; f = 2 GHz;

Zg=24 = 60 Q)

2001 c-o8

BFQ 28
Icao s BA
Visriceo 215 \J
Viericso 220 \
Vierieso 21.5 v
hre 220 -
fr §>45 GHz
hie 60 -
Cize 0.25 pF’
"NFimin 3 dB
Gpe opt 14 ds
|S21ef? 9.5 (>8) dB
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S parameter
Operating point: Vgg =10V, Ic =3 mA, Z, =560 Q
f Sn ¢ S LY Si2 ¢ S22 ?
(GHz)
0,1 0869 | - 15 8,18 166 0,010 | 77 0999 |- 4
0,2 0812 | - 31 7,80 1563 0,016 | 71 0989 |- 10
0,3 0,807 | — 46 7.41 143 0,025 | 61 0,928 | - 16
0,4 0,784 | - 57 6,38 134 0,031 55 0896 | — 17
0,5 0,716 | — 71 6,28 125 0,034 | 49 0853 | - 20
0,6 0,673 | — 83 5,95 117 0,038 | 46 0835 |- 23
0,7 0,627 | - 92 5,59 110 0,042 | 42 0843 | - 25
0,8 0,586 | —~104 | 5,17 104 0,044 | 41 0,803 | - 26
0,9 0,565 | -113 | 4,80 98 0,045 | 38 0,777 | - 28
1,0 0,533 | -123 | 443 93 0,047 | 37 0774 | - 30
11 0,632 | -132 | 4,07 88 0,049 | 35 0,740 | - 31
1.2 0,618 | -137 3,80 83 0,049 | 38 0,721 - 35
1,3 0,498 | —-146 3,55 79 0,049 | 32 0,728 | - 36
1,4 0,496 | -151 3,34 74 0,051 32 0,716 | - 37
1.6 0464 | -159 3,15 70 0,043 | 32 0,701 - 38
1,6 0475 | -164 3,00 68 0,050 | 34 0,704 | — 42
1,7 0,470 | -168 2,83 67 0,051 33 0,727 | - 43
1.8 10481 -173 2,69 60 0,063 | 33 0712 | - 43
1,9 0,468 | -177 | 2,67 56 0,063 | 34 0694 | - 46
2,0 0,458 175 2,45 53 0,055 | 34 0,699 | - 50
2,5 0,490 160 2,04 37 0,061 38 0,678 | - 60
30 0,493 145 1,75 23 0,072 | 42 0,686 | - 71
35 0,634 130 1,52 9 0,088 | 43 0,668 | — 86
4,0 0,541 118 1,32 -4 0,106 | 41 0,690 | - 99
45 0,575 103 1,18 -17 0,127 | 36 0,678 | -116
5,0 0,609 95 1,01 =31 0,147 | 32 0,698 | -133
5,6 0,635 84 0,87 -43 0,169 | 25 0,719 | -148
6,0 0,658 80 0,74 —-56 0,183 | 16 0,737 | -168
664 -
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S parameter
Operating point: Vg = 10V, I =5 mA, Z, = 50 Q
f Sn @ S21 A4 S12 ? 822 L4
{GHz)
0,1 0,809 - 20 12,28 163 0,009 72 0,992 - 6
0,2 0,760 - 42 11,65 147 0,018 66 0,932 - 12
0,3 0,710 - 60 10,43 1356 0,022 58 0,886 - 17
0,4 0,653 - 76 9,30 125 0,026 53 0,841 - 19
0,5 0,602 - 89 8,24 116 0,029 48 0,801 - 21
0,6 0,668 -103 7,52 108 0,031 45 0,774 - 23
0,7 0,520 -112 6,81 101 0,034 42 0,781 - 24
0,8 0,496 -124 6,23 95 0,036 42 0,750 - 26
0,9 0,478 -133 5,66 90 0,038 42 0,728 - 27
10 0,455 -142 5,14 86 0,038 42 0,724 - 29
1.1 0,468 -150 4,70 81 0,040 40 0,697 - 29
1,2 0,455 -1565 4,35 77 0,040 41 0,682 - 34
1,3 0,445 -163 4,02 73 0,041 41 0,688 - 36
14 0,450 -166 3,75 69 0,044 41 0,678 - 36
1,6 0,421 -175 3,52 65 0,043 42 0,669 - 37
1,6 0,440 -178 3,35 63 0,045 44 0,673 - 40
1,7 0,439 176 3,16 60 0,047 44 0,698 - 41
1,8 ' 0,450 173 2,99 56 0,048 44 0,682 - 42
1,9 0,441 170 2,85 53 0,050 45 0,666 - 44
2,0 0,449 1656 2,71 51 0,052 46 0,665 - 46
2,5 0,476 151 2,24 35 0,063 47 0,653 - 58
3,0 0,485 139 1,92 22 0,077 48 0,660 - 67
3,5 0,531 125 1,67 7 0,095 47 0,644 - 856
4,0 0,636 114 1,44 -6 0,111 43 0,668 - 98
4,5 0,678 100 1,28 -18 0,134 38 0,658 -113
5,0 0,611 93 1.1 -32 0,156 33 0,681 -131
6,5 0,632 82 0,96 -44 0,177 25 0,702 -146
6,0 0,662 78 0,81 -57 0,189 16 0,720 -167
2003 c-10 665
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S parameter

Operating point: Vcg = 10V, [c =10 mA, Z, =50 Q

f Sn ] Sn @ Si2 ¢ S22 ?
(GHz)

0,1 0,680 | - 33 19,62 | 166 0,007 | 72 0,971 - 8
0,2 0,613 - 64 17,02 136 0,013 59 0,877 - 14
0,3 0,650 | - 87 14,13 | 123 0,017 | 53 0815 | - 17
0,4 0,607 | -1056 11,70 | 112 0,020 | 48 0774 | - 19
0,5 0475 | -119 9,92 104 0,021 49 0,741 - 20
0,6 0,466 | -132 8,68 97 0,024 | 48 0,722 | - 21
0,7 0,436 | —-141 7,68 92 0,026 | 50 0,734 | - 22
0,8 0434 | -1561 6,82 86 0,028 | 50 0,707 | - 23
0,9 0,426 | -158 6,156 82 0,029 | 50 0,694 | - 25
1,0 0,432 | -167 5,54 79 0,031 52 0,693 | — 26
1.1 0,436 | -171 | 5,01 74 0,033 | 51 0,672 | — 27
1.2 0,429 -175 4,61 71 0,034 53 0,666 - 31
1,3 0,434 177 4,25 67 0,036 | 54 0,671 - 32
1.4 0,435 176 3,96 63 0,038 | 52 0,662 | ~ 33
1,6 0,421 168 3,71 60 0,038 | 55 0656 | - 35
1,6 0,435 166 3,51 58 0,041 56 0,669 | — 38
1,7 10,439 162 3,30 55 0,044 56 0,683 - 39
1,8 0,456 160 3,13 51 0,046 | 56 0,676 | - 40
1.9 0,441 157 2,97 49 0,048 | 56 0655 | - 43
2,0 0,454 164 2,82 47 0,051 56 0,666 | — 44
2,5 0,485 143 2,32 31 0,064 | 56 0,645 | — 56
3,0 0,496 132 1,98 19 0,079 55 0,656 - 68
3,6 0,548 120 1,72 5 0,100 | 52 0,642 | - 83
4,0 0,553 109 1,48 -8 0,118 | 47 0,671 - 97
4,5 0,596 96 1,32 | -20 0,142 | 40 0,660 | -112
5,0 0,630 89 1,14 | -34 0,164 | 34 0,681 -127
5,5 0,653 79 0,98 | -46 0,185 | 27 0,700 | -145
6,0 0,671 75 0,83 | -59 0,198 | 18 0,720 | —-166
666 - . -
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S parameter
Operating point: Vcg = 10V, Ic = 15 mA, Z, = 50 Q
f S ] S21 0] Si2 @ S22 (0]
{GH2) .
0,1 0,683 | - 46 23,65 150 0,007 63 0946 |- 9
0,2 0,627 - 83 18,70 | 128 0,012 | 56 0843 | - 14
0,3 0,487 -109 14,67 116 0,016 | 51 0,791 - 16
0,4 0,464 | -126 11,71 105 0,016 | 53 0756 | - 17
0,5 0,451 -138 9,75 98 0,017 50 0,734 | - 18
0,6 0442 | -149 8,39 92 0,020 | 48 0718 | - 19
0,7 0,431 -157 7.41 87 0,022 | 54 0,738 | - 20
0,8 0,441 -166 6,66 82 0,024 | 55 0,715 | — 21
0,9 0436 | -171 5,88 79 0,027 | 58 0,703 | - 23
1,0 0,447 -178 5,26 76 0,028 | 57 0,705 24
11 0,457 178 4,76 71 0,030 | 57 0,686 | — 25
1,2 0,449 174 4,38 68 0,031 59 0,668 | - 30
1,3 0,457 168 4,02 64 0,033 | 60 0,685 31
14 0,455 168 3,75 61 0,036 | 58 0,677 - 32
1,5 0,446 160 3,61 58 0,035 | 61 0,671 - 33
1,6 0,464 159 3,32 56 0,039 | 61 0674 | - 37
1,7 0,467 166 3,12 ‘63 0,042 | 62 0,701 - 38
1.8 ‘1 0480 164 2,95 49 0,044 | 62 0692 | - 39 -
1,9 0,468 161 2,80 46 0,046 | 61 0,673 | - 42
2,0 0,481 149 2,68 44 0,049 | 62 0,674 | — 43
2,6 0,512 139 2,21 29 0,064 | 61 0,663 | — 66
3,0 0,521 128 1,87 17 0,081 60 0,677 - 67
35 0,574 117 1,62 3 0,101 56 0663 | — 83
4,0 0,581 1086 1,39 | -10 0,121 50 0,687 - 96
4,5 0,622 94 1,23 | —-22 0,146 | 43 0,676 | —-112
5,0 0,655 87 1,06 | —-36 0,169 | 37 0,697 -130
5,6 0,673 77 0,91 -48 0,191 28 0,716 | —-146
6,0 0,690 73 0,77 -60 0,205 19 0,734 | —-166
t
——- T 667
2005 c-12

a



1

c¢5C D M 8235605 0004b22 2 MESIEG 1.

_€2L u4bcc ur=3/-/5 BFQ.28

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAF

Total perm. power dissipation

versus temperature
mw Piot = £ {Tamb)
300
Ph!
200 \
RinA
100 \
\
\
0
0 100 200 °C
" Lmb
Gain at noise matching Insertion gain
Gp = ) N = F(Ig) 182102 = f {Ic): Ve = parameter;
d8 Ve =10V; f=2GHz d826=2.=50Q;f=2GHz
12 T 12
: 117
- 6 ' " L o
P NF"TO et — [SIIJI 0 - LAY
: T d ZZ Sy
N LV
: ) T 7z q
: 8 8 NC T
! | N 2v
- N
6 6 o
3 A
. . / =\
2 2
0 0 A
0 2 &4 6 8 10 12 1% 16mA 0 2 & 6 8 10 12 % 16mA
— [ — ¢
668 ittt -

2006 c-13

b1 i RS e e ) MR 80 e akG a0 TSO

B i e

o Vo B ik .

[

»

0 4 P A\ MBALaAI 1 3 (Lt L s o o



